
FIG.1 



2B 2D 



2C 



25 



29 



F I G. 2A 



FIG.2B 



*28 



2B 2D 



EXAMPLE : 70nm 



EXAMPLE :iOOnm 




iVsub 



")" ? v § 15 



nVS 



-iVsub 



4 



SPACE 



FIG. 2C GATE OFF-SET REGION 



10 



17 
12 



FIG. 2D 



EXAMPLE : 150nm 



iVsub 



20(SiO2) — 21 (SiN) 








-15 




-15 




-12 




-12 








^11 


p . 


-11 




p 


-10 




-10 



F I G. 3A F I G. 3B 



22- 
20- 



-21 
-15 
-12 



.13 



22- 
20- 



-11 
-10 



3-21 
15 
12 



-11 

-10 



FIG.4A 



FIG.4B 



21 23(TEOS-Si02) 
J—L 




1 













-10 



FIG.5B 



k\\\\f 



20 
-15 
M 

-10 





















A' 





-11 

-10 



FIG.6A 



FIG.6B 



15 



k\ \\\1 



12 

-11 
-10 



18- 
12^ 



--10 



F I G. 7A 



FIG.7B 




24 



-14 
-11 
-10 



F I G. 8A 



F I G. 8B 



16 15 




F I G. 9A 



GATE OFF-SET REGION 

FIG.9B 





FIG.13B 




FIG.14A 



GATE OFF-SET REGION 

FIG.14B 




29 



16B t 

16C 1 



F I G. 16A 



















































































- 28 




f 




f 




■f- 




1 

13 


I 

13 


13 


29 





— tl6B 
— tl6C 





29 30 




FIG. 17A 13 13 13 29 

16 13 18 26 




ryi rji rji 



-11 

-10 



FIG. 17B w ^ w § 2 w ^ n 



Wc 



FIG.17C 




21 B 



21C 







□ 































J 



21 C 



'29 



FIG. 21 A 



28 



21 B 



18b 




FIG.21B 







F I G. 29 



15- 
28" 

29 









/ 


1 










i 1 1 

















FIG. 30 



16- 



15'" 



29 



FIG. 31 



7 29 



7 29 



-28 



29 



j^-T- ^ -/ ^ V- 



^29 



F I G. 32 



15 



28 



16 




F I G. 35 




122 

I 



123 



-110 



F I G. 37A 



F I G. 37B 




r 



101 



|-121 



S5-114 



3-111 
110 



F I G. 38A 



F I G. 38B 



115 




112 

F I G. 39A 



112 



115 

+- 



F I G. 39B 



1 



^-122 
-121 



111 

110 



113 



112 



.115 
.112 



_— m 
— -no 



115 113 



--no 



F I G. 40A 



FIG.40B 




112 



118 



115 

■4- 



g-n4 

—in 



—no 



FIG.41A 



FIG.41B 




124 



116 



5g~iu 



-110 



F I G. 42A 



F I G. 42B 



123 101 




123 



101 



FIG.43A 



FIG.43B 



118b 




— -110 



I 



118b 



1: 



F I G. 44A 



F I G. 44B 




112 



FIG.45A FIG.45B 



118b J) 3 115 118b 113 

sssLbsg^ pt:; ::::::::: -~ - ;;;;; £s : 

~-110 -~ 



F I G. 46A 



F I G. 46B 




115 



124 r p^ 116 H/ b 



112, 



—-no 



F I G. 47B 



48C 



48D 



31 3n 



1. 

48B 



rr 


□ 


j— 




31 






1 


u i 






ll 1 




I li 






31 1p 


In 


□ 





J 

48B 



48C 48D 

F I G. 48A 




312p 311p 310 

F I G. 48B 



317pa 




311p 310 

FIG.48C 



311n 310 

FIG.48D 




311p 312p 310 31 In 312n 



F I G. 49 



32 ) 1 320 3 \ 5P 313p 323 320 315n 321 313n 




311p 312p 310 311n 312n 

F I G. 50 




FIG. 51 




F I G. 54 



1 BIT CELL 



BIT LINE CONTACT 

f 



GATE ELECTRODE 
(WORD LINE) 
SOURCE/ 
DRAIN 
SIDEWALL CONTACT-: 
P-well 

N-weil 




BIT LINE(W) 

INTER LAYER 
INSLATION 

23- BURIED INSLATOR 

ISOLATION 
COLOR OXIDE 



FIG. 56 



1 BIT CELL 



INTER LAYER 
INSULATION 

STORAGE NODE 
CONTACT 
BIT LINE (W) 
BIT LINE 
CONTACT 
GATE ELECTRODE 
(WORD LINE) 

SOURCE/ 
DRAIN 
P-well 



PLATE 
ELECTRODE 
DIELECTRIC 
STORAGE NODE 
ELECTRODE 
INSULATOR 




INTER LAYER 
INSULATION 



^—ISOLATION 



F I G. 57 




FIG. 61 



59B 59C 

16b N 13 



59D 



59D 



FIG.59A 



13 



59B 59C 



F I G. 59B 




-16b 
-16a 

11 
10 



16b 



16a. 



i y^ 


ii<yyy-" 

; s 







'11 

-10 



F I G. 59C 



GATE OFF-SET REGION 



17 17 




FIG.59D 



□S/D DIFFUSION 
LAYER DEPTH 

14 



-11 
AO 




SIDE! 



F I G. 63A 



SIDE IV - 
12- 



TOP . 



^ — I -SIDEE 



11 
-10 



F I G. 63B 



17- 



FIG.63C 



28 28 

-4- ' 



SIDE I 



TOP 



, SIDE II 



-14 



-Ml 

10 



SIDEIV - 
C— ^ 



SIDE I 




-28 












/ 

; 28 
SIDEH 


\ 28 
13 



-SIDE! 



F I G. 65A 



28 



r 



SIDEIV - 
17 ' 



F I G. 65B 



TOP 



-^SIDEI 
12 



--10 



28 28 TOP 



17 — 



F I G. 65C 



^flZr h s ' DEn 



11 

-10 



10 

F I G. 68A 



23 

_i. 


17 M**r 17 f 

( / I i 










i 








-4 



F I G. 68B 




-13 
-10 



FIG.69B 




3-10 



F I G. 69C 




20 21 



--10 



F I G. 70B 



21 




—10 



F I G. 70C 




FIG.71C 




F I G. 72C 



18a, 




^52 


13 








18aP 




^52 




U 


C 





JB 

--23 



F I G. 73A 



20 21 




F I G. 73C 



,-52 

18a 53(16b) 13 

>"Jlv_L"l;i' >--' 






18a"" 


■--52 



F I G. 74A 



20 21 




F I G. 74C 




F I G. 75C 




F I G. 76C 




F I G. 77C 



29 



29 18 ? 

( 




x- 

/ \ 

rir. 


V- 54(1 6b) 
4-27 

) 53(1 6a) 2 ( 9 




[ ^ 










17 27 18a -'T|; 




1 "27 
' ' 53(1 6a) 



F I G. 78A 



29 28 (16b) 28 29 




F I G. 78C 



Irench Isolated (TIS) Transistor (1 987 EDM) 





Folded-channel MOSFFT(1998 IEDM) 



drain 



X 



Si fin | 



^ "y Cj 

HI A K 



„ poly-Si 
I A 



r 

buried oxide 



FIG. 81 



